Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования 
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
Факультет Энергетический
Кафедра _Физики и техники связи_
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для студентов заочной формы обучения
по ___Электронные квантовые приборы и микроэлектроника_______
 наименование дисциплины (модуля)
для направления подготовки (специальности) 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи__
код и наименование направления подготовки (специальности)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 
	Виды занятий
	Распределение по семестрам 

в часах 
	Всего часов

	
	5 семестр


	6  семестр
	

	1
	2
	4
	5

	Общая трудоемкость
	72
	108
	216

	Аудиторные занятия, в т.ч.:
	8
	12
	20

	лекционные (ЛК)
	4
	4
	8

	практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)
	0
	4
	4

	лабораторные (ЛР)
	4
	4
	8

	Самостоятельная работа студентов (СРС)
	64
	96
	160

	Форма промежуточного контроля в семестре*
	зачет
	экзамен
	36

	Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)
	
	
	


Краткое содержание курса
5 семестр

1. Полупроводниковые диоды.

2. Биполярные транзисторы (БТ).

3. Биполярный транзистор в режиме усиления.

4. Полевые транзисторы (ПТ).

5 Основные свойства полупроводниковых усилительных устройств. 

                                                        6 семестр

1.Фотоэлектронные приборы

2.Квантовые приборы и устройства.

3. Передающий оптический модуль.

4. Пространственные модуляторы света.

5. Акустоэлектронные и электрооптические устройства.

6. Приемники оптического излучения.

7.Оптроны (классификация, параметры)

8. Оптоэлектронные датчики
Форма текущего контроля 

5 семестр

Написать сообщение по теме (тема реферата соответствует порядковому номеру студента в списке группы) 

1. Физические принципы работы полупроводниковых диодов.

2. Выпрямительные диоды. 
3. Импульсные диоды.
4.  Стабилизаторы.
5. Диоды Шоттки.

6. Принцип действия и классификация биполярных транзисторов.

7. Система h -  параметров биполярных транзисторов. Предельно допустимые параметры.

8. Основные схемы включения биполярных транзисторов, их характеристики.

9. Работа биполярного транзистора в режиме усиления.

10. Принципы работы и классификация транзисторов.

11. Выходная ВАХ тиристора, ее уравнение и статические параметры

12. построение цепей управления тиристоров.

13. МДП – транзистор с индуцированным каналом его работа в усилительном режиме.

14. Полевой транзистор с управляющим р-n – переходом. Принцип действия ВАХ. Параметры.

15. Световоды, физика работы, характеристики.

16. Фотодиоды, физика работы, характеристики.

17. Понятие усилителя, классификация, коэффициенты усиления. Полоса пропускания и АЧХ усилителя.

18. Типовые каскады усилителя. Искажения сигналов в усилителе.

19. Обратная связь в усилителях.

20. Режимы работы усилительного каскада.

21. Эммитерный повторитель.

22. Усилительный каскад на полевом транзисторе по схеме с общим истоком

23. Дифференциальный усилитель.

6 семестр
1. Дать определение следующим понятиям: оптоэлектроника,  оптическое излучение,  когерентное излучение,  источники излучения, тепловое излучение,  люминесценция,  внешний фотоэффект, внутренний фотоэффект, чувствительность фотоприемника,  темновой ток, порог чувствительности,       инерционность ФД

2. Написать сообщение по теме (номер темы соответствует последней цифре в зачетки) Быть готовым для устной защиты.
1. Полупроводниковые излучатели

2. Газоразрядные излучатели

3. Жидкокристаллические излучатели

4. Электролюминесцентные индикаторы

5. Лазерные излучатели

6. Система обозначений оптоэлектронных приборов  индикации.
7. Фотометрические и энергетические характеристики оптического излучения
8. Особенности излучения электромагнитных волн в ультрафиолетовом (УФ), видимом и инфракрасном  (ИК) диапазонах
9. Использование вынужденных переходов для усиления электромагнитного поля. Излучатели на основе гетероструктур. Параметры оптического излучения

10. Принцип работы фотоприемных приборов. Характеристики, параметры и модели фотоприемников.

Форма промежуточного контроля  

Зачет 

1.Полупроводниковые диоды.

1.1. Устройство диода.

1.2. Вольт - амперная характеристика ВАХ диода.

1.3. Пробой р-n-p, его виды.

1.4. Влияние изменения температуры на ВАХ диода.

1.5. Режим работы диода.

1.6. Выпрямление переменного тока с помощью полупроводниковых диодов.

1.7. Эксплуатационные параметры диодов.

1.8. Стабилитроны.

1.9. Инжекционные световоды.

2. Биполярные транзисторы (БТ)

2.1. Структура и устройство биполярного транзистора, схемы включения.

2.2. Режим работы БТ.

2.3. Зонная диаграмма БТ в равновесностном  состоянии.

2.4. Физические основы работы БТ.

2.5. Токи в БТ, соотношения между ними.

2.6. Коэффициент усиления по току БТ.

2.7. Модуляция ширины базы.

2.8. Статистические характеристики БТ в схеме с ОБ.

2.9. Статистические характеристики БТ В схеме с ОЭ.

3. Дифференциальные параметры транзисторов. Система n-параметров. 

3.1. Определение n-параметров по статистическим характеристикам транзистора.

4. Биполярный транзистор в режиме усиления

4.1. Обобщенная модель усилителя.

4.2. Усилитель по схеме с ОБ.

4.3. Усилитель по схеме с ОЭ.

4.4. Усилитель по схеме с ОК.

4.5. Статистический Режим работы усилительных каскадов. Линия нагрузки. Рабочая точка.

4.6. Режим линейного усиления.

4.7. КПД транзистора, рассеиваемая мощность, рабочая область БТ.

4. 8. Пример расчета усилительного каскада с транзистором по схеме с ОЭ.

4.9. Цепи смещения в усилительных каскадах.

5.Полевые транзисторы (ПТ)
5.1. Понятие ПТ, классификация, общие сведения.

5.2. ПТ с управляющим  p-n-переходом, характеристики и параметры.

5.3.  Обогащенные, обеденные и инверсные слои в МДП - структуре.

5.4. Эффект поля.

5.5. Емкость МДП - структуры.

5.6. ПТ с изолированным затвором.

5.7. МДП транзисторы с индуцированным каналом, его характеристики и параметры.

5.8. МДП  транзистор со встроенным каналом, характеристики.

5.9. Основные параметры ПТ.

6. Основные свойства полупроводниковых усилительных устройств.

6.1. Понятие усилитель. Общие сведения.

6.2. Классификация усилителей.

6.3. Коэффициенты усиления.

6.4. Полоса пропускания усилителя, его АХЧ.

6.5. Искажение сигналов в усилителе.

6.6. Типовые функциональные каскады усилителя.

6.7. Обратная связь в усилителе.

6.8. Режимы работы усилительного каскада.

6.9. Понятие «дрейф нуля». Стабилизация режима усилителя в схеме с ОЭ, за счет    ООС.

6.10. Эмиттерный повторитель.

6.11. Усилительный каскад на ПТ по схеме с общим истоком.

6.12. Расчет усилительного каскада по схеме с общим истоком.

6.13. Истоковый повторитель.

6.14. Дифференциальный усилитель каскад. Синфазны и дифференциальные сигналы. Коэффициент усиления дифференциального сигнала.

6.15. Коэффициент передачи синфазного сигнала. Коэффициент синфазной ошибки. Коэффициент подавления синфазных входных напряжений.

7. Повышение степени интеграции и направление функциональной электроники.

7.1. Проблемы повышения степени интеграции.

7.2. Матричные БИС.

7.3. Функциональная электроника-перспективное направление в микроэлектронике.

7.4. Понятие о поверхностных акустических волнах.

7.5. Понятие о цилиндрических магнитных доменах.

7.6. Устройство и принцип действия прибора с зарядовой связью 
Экзамен

1. Классификация оптоэлектронных приборов.

2. Основные элементы и принципиальные достоинства оптоэлектронных и квантовых приборов.

3. История  развития оптоэлектроники

4. Свойства и характеристики оптического излучения

5. Источники и приемники излучения

6. Виды фотоприемников и их основные характеристики 

7. Фоторезисторы

8. Фотодиоды с р-п-переходами 

9. Фотодиоды с поверхностными барьерами 

10. Лавинные фотодиоды 

11. Фототранзистори фототиристор
12. Многоэлементные фотоприемники
13. Особенности оптической электроники. История развития оптоэлектроники.
14. Современное состояниеоптоэлектронной элементной базы. Система обозначенийоптоэлектронных приборовиндикации.
15. Фотометрические и энергетические характеристики оптического излучения
16. Особенности излучения электромагнитных волн в ультрафиолетовом (УФ), видимом и инфракрасном  (ИК) диапазонах
17.  Использование вынужденных переходов для усиления электромагнитного поля.
18. Излучатели на основе гетероструктур.
19.  Параметры оптического излучения
20.  Принцип работы фотоприемных приборов
21. Характеристики, параметры и модели фотоприемников.
22. Фотодиоды на основе p–n перехода
23. Фотодиоды с p–i–nструктурой
24. Фотодиоды Шоттки
25. Фотодиоды с гетероструктурой
26. Лавинные фотодиоды
27.  Фототранзисторы
28.  Фототиристоры.
29. Основные характеристики и параметры фоторезистора
30. ПЗС-приемные фотоприборы
31. Фотодиодные СБИС на основе МОП-транзисторов
32. Основные характеристики и параметры светодиодов
33. Конструкции светодиодов
34. Физические основы усиленияи генерации лазерного излучения
35. Структурная схема лазера
36. Выбор типа светодиода, электрическая модель светодиода
37. Устройство и принцип действияполупроводникового инжекционного монолазера.
38. Устройство и принцип действияполупроводниковых лазеров с гетероструктурами
39. .Волоконно-оптические усилители и лазеры
40. Светоизлучающие диодыдля волоконно-оптических систем
41. Сравнительная характеристика лазеров и светодиодов
42.  Устройство,  принцип действия и структурная схема оптрона
43. .Волоконно-оптические системы распределения
44. .Оптические передатчики и приемники систем связи
45. .Аналоговые и цифровые волоконно-оптические системы связи.
46. Устройство и принцип действияоптоэлектронных генераторов
47. .Принцип лазерно-оптического считывания информации
48. Классификация оптоэлектронных датчиков
49. Модуляция лазерного излучения
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1 Учеб. пособие для вузов Электронные  квантовые приборы и микроэлектроника.  Под ред. Н.Д. Федорова М.: Радио и связь 2002. – 560 с.

2 Практическая энциклопедия юного радиолюбителя Электроника шаг за шагом Скворень Р.А. М.: Горячая линия-Телеком -2001. 540 с.

3 Учебник для вузов Гусев В.Г. М.: Высшая школа Электроника и микропроцессорная техника-2004.  790 с.

4 Учебник для вузов Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П. М.: Горячая линия-Телеком Аналоговая и цифровая электроника -2003.  768 с.

5 Толковый словарь Федоров Н.Д., Федоров Д. Н. Толковый словарь по электронике М.: Радио и связь – 2001.  240 с.

6 Учебник Миловзоров О.В., Панков И.Г. Электроника М.:Высшая школа 2005 – 288 с.

7 Учеб. пособие Астайкин А.И., Смирнов М.К. Основы оптоэлектроники М.: Высшая школа 2006 – 324 с.

8 Учеб. пособие Малышев В.А. М.: Высшая школа Основы квантовой электроники и лазерной техники 2006 – 543 с.

9 Учебник Быстров Ю.А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и микросхемотехника -2006. 384 с.
10. Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства: учебное пособие/Игнатов А.Н. Москва: 2006.-272с

12 .Оптоэлектронные устройства на полупроводниковых излучателях: учебник / Мусаев Э.С. М.: 2004. – 208с.

13. Основы проектирования цифровых  оптоэлектронных систем связи: учебник /  Вербовецкий А.А. М.: Вш. 2002. – 160с.

14. Волоконно-оптические кабели и линии связи/ Д.В. Иоргачев, О.В. Бондаренко.-М.: «Эко-трендз».2002.-282с.

15. Оптоэлекторнные элементы и устройства./  Гребнев А.К. М.: 2004. – 336с

16. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы: учебник / Л.И. Шангина Томск ТУСУР,2001.-162с.

17. Шангина Л.И. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы: Учебное пособие.Томск: ТУСУР, 2001. – 162 с.

18. Коваленко Е.С., Пуговкин А.В., Тихомиров А.А. Введение в квантовую электронику. – Томск.: ТГУ; 1974. – 446 с.

19. Байбородин Ю.В. Основы лазерной техники.- К.: Высш. шк.;1988.-383 с.

20. Гауэр Дж. Оптические системы связи: Пер. с англ.- М.: Радио и связь;1989.-504 с.

Ведущий преподаватель                                      Кузьмина Т.В.                      
Заведующий кафедрой 

PAGE  
1

